Meieni paramefr tranzistof: 1/3

M éfeni parametni tranzistora

a) Bipolarni tranzistory

U bipolarniho tranzistoru se na vedeni proudu podb druhy nogii naboje — elektrony i diry a proudem baze
je mozné manit hodnotu znéné vétSiho kolektorového proudu. Podle elektrody, kiergpoléna vstupnim a
vystupnicasti obvodu rozliSujeme zapojeni se spojen emitorem (SE), kolektorem SC nebo SK) a spuala
bazi (SB). Kazdé Zthto zapojeni ma své charakteristické vlastnosti.
Nejcastji se pouziva zapojeni SE, které ma velké proudmagitové zesileni, hodnota tohoto zesileni se
také najdeme z katalozich. Zapojeni SB ma proudes#éeni mensi 1, ale jeho rdpvé zesileni je velké a naopak
zapojeni SC ma velké proudové zesileni, al&fm@ zesileni je mensi 1.
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Zapojeni tranzistori
SE - se spolénym emitorem, SC- se spolénym kolektorem, SB- se spolénou bazi

Pro popis vlastnosti bipolarnich tranzistse pouzivaji linearizované charakteristické rogracybridnimi
parametry.

Linearizované charakteristické rovnice
pro hybridni nahrazeni:
u, =hyd; +h,u,

i, =h,i +h,.u, PREVODNI
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Néhradni obvod dvojbranu U,
pFi hybridnim nahrazeni Soustava hybridnich charakteristik dvojbranu
Mezi nefastji méiené parametry tranzistopati:
a) statické parametry: - charakteristiky pro damgojeni — ty Ize &fit i pomoci osciloskof,

- zbytkovy proud dgo pii napEti Ucgo piii 15=0 (ze béazi a emitor jefipojeny odpor
predepsané hodnoty nebo jsou elektrotlynp spojeny),

- zbytkovy proud ¢go,

- proudové zesilenisi (heg),

b) nizkofrekvetini parametry : - Ne— vstupni odpor,
- hyoe— zp@Btny prenos,
- hy1e— proudové zesileni,
- hpse— VYStupni vodivost,

c¢) vysokofrekvenini parametry: - kapacita kolektoru,
- hp1e— proudové zesileni,
- asova konstanta a spin&aby ts a tn,
- vysokofrekvegni Sum.
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Zakladni zapojeni pro méfeni charakteristik bipolarniho tranzistoru v zapojeni se spolénym emitorem:

. Mefici vybaveni:

Rs R; — regulace proudu bazg |

R, — ochranny odpor emezen
proudu baze,

Ry U2 R; — omezeni kolektorového
proudu k,

R4 — regulace kolektorového
proudu k.

Pri méreni vystupnich charakteristik nastavime danou hindbézového proudy la postup# nastavujeme
hodnoty kolektorového n&f Uce a od€itame hodnoty kolektorového proudu Fii méieni je nutna kontrola
nastaveni hodnot bazového proudu¢Katika zmetenych vystupnich charakteristik Ize sestrojit chmastiky
pievodni, vstupni i ztiné gevodni.

Ze znefenych hodnot vystupnich charakteristik je moz&iéatratovy vykon tranzistoru.

Vlivem nedostaténého chlazenidhem néreni dochazi v porovnani s katalogovymi Gdaji vykoke zvySeni
hodnoty kolektorového proudy & sniZzeni nafti na rechodu baze — emitorgtl

Z nan¥ienych hodnot Ize it diferencialni parametry:

h, = AUge pii konstantnim g,
Al g

hye :% pri konstantnimd,
AU

h,,. = Al pri konstantnim g,
Al
Al . i k .

h,,e = — pii konstantnimyg
AU

Zapojeni pro méieni proudového zesileni:

Zapojeni pro méreni zbytkového proudu:
kBO hEO
R
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b) Unipolarni tranzistory

Unipol&rni tranzistory jsou tranzistotfizené elektrickym polem, kdy n&gm hradla (G) rainime vodivost
kanalu. Podle druhu kanalu rozliSujeme tranzisdétg T a MOSFET. Oproti bipolarnim tranzistor jsou
unipolarni tranzistory v fibéhu manipulace s nimi citlivé nagpsti, které znii tranzistor. Charakteristiky a
vlastnosti unipolarnich tranzistojsou velmi podobné elektronkam, kdy vstupni odpamzistoru je znay, proto
pro popis vlastnosti unipolarniho tranzistoru péisggistupni charakteristiky tranzistoru. Naggji pouzivanym
zapojenim je obdoba zapojeni se sfioyen emitorem — zapojeni se spaieu elektrodou S (Source).

Vyznamnou odliSnosti unipolarnich tranzistgroti bipolarnim porérné velka vodivost i nulovém napti Ugs,
u bipolarniho tranzistoru jefimulovém proudu baze vodivost zma mensi.

Pro popis vlastnosti unipolarnich tranzigtee
pouzivaji linearizované charakteristické rovnice U, - )
. - |2 VYSTUPNI

s admitadnimi parametry. U,

Linearizované charakteristické rovnice
pro admitatini nahrazeni: PREVODN(

I, = YU+ YUy
= Yol + Y0l U,

U,
— <=

VSTUPNI \U1

Y1l Ya1| | YizUa Yarlz | |y, | Y2 ZPETNE

U, I
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Néhradni obvod dvojbranu

o o . Soustava admitaknich charakteristik dvojbranu
p¥i admitanénim nahrazeni

Mezi nejdilezitejSi metitelny parametr unipolarniho tranzistoruipalkiferencialni pevodni vodivost — strmost:
Vo = Al
21s AUGS

pii konstantnim Ys

Zakladni zapojeni pro méieni vystupnich charakteristik unipolarniho tranzistoru JFET s kanalem typu N:

+U, A R2 +  Merici vybaveni:
D U Sl —Rregulacle nafi Ueé,, |
R P >, Re— regulace proudy,
L AR G'ls 3 +Uy, —U, —stejnosnirny zdroj nagti
-U, s vyvedenou nulou.

Volba nagti U; (regulace Ws) podle typu tranzistdr

JFET s kanalem N 44 zaporné (zuzuje kanal)
MOSFET s vytvéenym kanalem N ks kladné (otvird kandl), zaporné (zuZuje kanal)
MOSFET s indukovanym kanalem N c&  kladné (vytvéi kanal)
Pozn.: 1) Obeanlize elektrody D a S za#it (zmeni se vSak &které parametry tranzistoru, rfapapacity
elektrod)

2) U kandlu P je polarita néip Uss opana

DalSi parametry poleftizenych tranzistdr.

Ze znefenych hodnot vystupnich charakteristik je moz&iéatratovy vykon tranzistoru.

Zbytkovy proud kolektoru (Drain) seéit pii dané hodnatzaporného fedgti Ugs, nag. — 30V. Jeho hodnota
je viadu setin az desetjiA, tady nefitelny pouze velmi citlivymi laboratornimiifstroji. i Ugs=0 dosahuje
hodnota proudupldesitek mA u spinacich tranzist@z stovek mA.

Proud hradla dosahuje maximéltesitek az stovgkA, zbytkovy proud hradla (kk=0, Ups=cca 1 V) je

Loy

cca 1pA a je obdoba jako kolektoru BZnymi meficimi peistroji téngf nengfitelny.

M éreni charakteristik elektronek je obdobné jako néreni charakteristik unipolarnich tranzistori JFET
s kanalem N pouze jsou jinak oz&ané elektrody — Drain je nahrazen anodou a Sowimel&u.



